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摘    要：考虑空间电荷区杂质的非完全离化、SiC表面的界面态和反向漏电流等因素

的影响，给出了较为精确的计算SiC—MESFET器件夹断电压的方法，计算的

结果和实验值符合较好 SiC—MESFET器件的夹断电压.pdf  
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